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O AVANT-PROPOS

)\; ESSAI DE STABILITE DE TEMPERATURE EN POLARISATION

La Commissm@lectrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation
composée de sgmble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEIl a
pour objet de fa@r la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'éle ite, et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autres activités — publie des Normes
internationales, des®S ifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au
public (PAS) et des i Eci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a des

comités d'études, aux tr desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les
organisations internation , gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent
également aux travaux. La @ollabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),

selon des conditions fixées p ord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords offici I;?I?a CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord internati r les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI
intéressés sont représentés dans chague comité d’études.

Les Publications de la CEIl se présent ous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationau la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu techhique_de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue responsable

de I'éventuelle mauvaise utilisation ou inter@ion qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
a

Dans le but d'encourager l'uniformité intern , les Comités nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon trans te les Publications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences toutes Publications de la CEl et toutes publications
nationales ou régionales correspondantes doivent etﬁdiguées en termes clairs dans ces derniéres.

La CEl n'a prévu aucune procédure de marquagw ant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés conforme e de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en posse%e la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a la CEl, es administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membrgs, de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de do s corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte \g@”pees supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'uti sn de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette? ication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente

tion.
L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente&' ation de la CEIl peuvent faire
r

I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas a nalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 62373 a été établie par le comité dié s 47 de la CEl:
Dispositifs a semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 6:

FDIS Rapport de vote

47/1862/FDIS 47/1875/RVD :

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote,ayaht
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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The Interna Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national otechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international c@-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in ition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Repor licly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). Thej aration is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject dealt may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizat jaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the International O zation for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by

FOREWORD

agreement between the t ?ﬂizations.

The formal decisions or agre % of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the §elevani subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committey

IEC Publications have the form o@mmendations for international use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasgnable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot eld responsible for the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformi C National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent p oﬁ their national and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresp wational or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure to indicate itg’ a pgoval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC ieati

ion.
All users should ensure that they have the latest edition@is publication.

No liability shall attach to IEC or its directors, employees ants or agents including individual experts and
members of its technical committees and IEC National Co s for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatsoever, whether direct of indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publication, use of, or reliance , this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publi@\. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of thi ublication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all suc Etent rights.

International Standard IEC 62373 has been prepared by IE(&chnical committee 47:
Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents: 50,

FDIS Report on voting

47/1862/FDIS 47/1875/RVD : !

voting indicated in the above table.

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the :)rt on

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. \p
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore.iec.ch» dans les
donsées relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

. onduite;

. rimée;

s T ’cée par une édition révisée, ou
* am Se.
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch” in
tf%ata related to the specific publication. At this date, the publication will be

d by a revised edition, or

“r nfirmed;
. ' %r‘awn;
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INTRODUCTION

p t une longue durée, le MOSFET se dégrade; le courant de saturation diminue et la

vale bsolue de la tension de seuil augmente.
*

803 la contrainte de haute température et en appliquant une tension grille-source élevée

Les c@% de dégradation connues incluent la contamination d’ions mobiles, les dommages
de charges et la création de défauts d’interface a I'interface SiO,/Si ou charge fixe par la

circulatiorteurs dans I'oxyde.
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INTRODUCTION

Under the stress of high temperature, and when high gate-source voltage is applied over a
lo riod of time, MOSFET degrades; saturation current decreases and the absolute value
of t hold voltage increases.

*

Know%ses of degradation include mobile ion contamination, charge damage and the
creation<of
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ESSAI DE STABILITE DE TEMPI':"RATURE EN POLARISATION
I?OUR TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP
)\ METAL-OXYDE-SEMICONDUCTEUR (MOSFET)
:/
1 Domaine d’application

La présent rme internationale fournit une procédure d’essai pour la stabilité de
température larisation (essai BT) des MOSFET (transistor a effet de champ métal-
oxyde-semicon &rs).

2 Termes et défi ns

Pour les besoins du pré%ocument, les termes et définitions suivants s’appliquent.

2.1 / *
tension de seuil a courant cﬁ\nt
Vin(ci

(ci) . . : . R :
tension grille-source a laquelle le rant de drain est égal a 0,1 yA/um fois la largeur de
grille en micron, avec la tension -source dans la région linéaire ou a la valeur typique
des conditions de fonctionnement rec&@andées

NOTE Cette définition est exprimée par I'équatiom/ante:

Vin-ci = Vs GL (1)

ol Vgg est la tension de grille-source ¢

aux conditions suivantes : /®

Ins =01 pAjum xJ¥ @ )
ou Ipg est le courant de drain-source et W est la largeur de grif€"en microns

et la tension de drain dans la région linéaire ou tension d’alime typique de condition de fonctionnement
recommandée. La région linéaire signifie Vpg= 0,05....0,1 V (appr ment).

2.2

tension de seuil extrapolée

Vinext) . , qa
tension grille-source qui est la valeur extrapolée de la courbe néaire)-Vgg (linéaire) au
niveau de laquelle la pente de la courbe Ipg-Vgg devient maximal ec le point de la courbe
au point Ip = 0 dans les conditions de tension drain-source dans 2gion linéaire ou a la

valeur typique des conditions de fonctionnement recommandées

NOTE La Figure 1 présente la courbe tension grille-source ( Vgg )—courant drain-sourc@

A environ Vgg = 0,3 V, la pente de Ipg-Vgg devient maximale. La ligne en pointillé est la lign trapolée dont la
pente a la méme valeur maximale que la courbe Ipg-Vgs.

La valeur ou la ligne extrapolée croise la ligne de Ipg = 0 (X-axe) est Vi, oxt- \L

S
0
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BIAS-TEMPERATURE STABILITY TEST FOR METAL-OXIDE,
SEMICONDUCTOR, FIELD-EFFECT TRANSISTORS (MOSFET)

%

This International Standard provides a test procedure for a bias-temperature (BT) stability test
of metal-o @ emiconductor, field-effect transistors (MOSFET).

2 Terms an@finitions

For the purposes document, the following terms and definitions apply.
2.1
constant current thres oltage

Vih-ci

gate-source voltage at whic(d(raia current is equal to 0,1 pA/pum times gate width in micron
with the drain-source voltage iy{giar region or in the typical value of recommended operating
condition

NOTE This definition is expressed by the@zing equation as
M

Vih-ci = Vas

under the following condition:

Ips = 0,1 yA/um x W ! (2)

i i microns

where, Vgg is the gate-source voltage 0/‘
.

where Ipg is the drain-source current and W is the gate w
and the drain voltage is in linear region or in the typical va recommended operating condition. Linear region
means Vpg = 0,05,..... 0,1V (approximately).

2.2
extrapolated threshold voltage

Vin-ext Q
gate-source voltage which is the extrapolated value in th ar) Ipg-(linear)Vgg curve, from

the point where the slope of the /g-Vgg curve becomes maxigsum with the maximum slope to
the point of Ing = 0 in the condition of drain-source voltage i@ear region or in the typical
value of recommended operating condition /s

NOTE Figure 1 shows the gate-source voltage (Vgg)—drain-source current (Ipg) @
At about Vgg= 0,3 V, the slope of Ipg-Vgg becomes maximum. The dotted line is th{@nolated line whose slope

is the same maximum value as the Ipg-Vgg curve.

The value where the extrapolated line crosses the line of Ing = 0 (X-axis) is Vi ext-





